
  2 فيزيك

  كنيم: ها را بررسي مي ترتيب گزاره ـ به» 3«گزينه  -1

  يابند. باشند و شارش نمي ها در داخل هسته مي پروتون»: 1«گزينه 

صـورت   ي متفـاوت و بـه  ها هاي آزاد با سرعت بدون اعمال مولد الكتريكي الكترون»: 2«گزينه 
  كنند. اي حركت مي كاتوره

  ها است. جهت قراردادي جريان الكتريكي در خلاف جهت شارش الكترون»: 4«گزينه 

  باشد. درست مي» 3«بنابراين گزينه 

  الكتريكي) (متوسط)ياب) (جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم ـ جريان  (فضل

  ـ طبق قانون اهم داريم:» 1«گزينه  -2
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  ياب) (جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم ـ قانون اهم) (متوسط) (فضل
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  الكتريكي) (متوسط) ياب) (جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم ـ عوامل مؤثر بر مقاومت (فضل

Vـ با توجه به رابطه» 4«گزينه  -4 Ir  دانـيم  ، مي مولــدIr      افـت پتانسـيل اسـت، پـس
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  آوريم: دست مي به R2و R1افت پتانسيل مولد را دو حالت 

  در حالت اول:
r r

V V
R r r r

  
   

 1 1
1 2 3

  

  در حالت دوم:
r r

V V
R r r r

  
   

 2 2
2 2

  

  بنابراين نسبت افت پتانسيل در باتري برابر است با:
V

V



 


2

1

32

2

3

  

  الكتريكي) (متوسط)) (جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم ـ نيروي محركه 83(سراسري داخل كشور تجربي ـ 

vاسـت، بنـابراين   برابـر  Vدانيم محل تلاقي نمودار با محـور   ـ مي» 1«گزينه  -5  و  24
  خواهيم داشت:
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  (متوسط)ياب) (جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم ـ نيروي محركه الكتريكي)  (فضل

qـ طبق رابطه» 1«گزينه  -6 Itآوريم: دست مي ، بار الكتريكي شارش يافته را به  
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qحال با توجه به رابطه neكنيم: ها را محاسبه مي ، تعداد الكترون  
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  لوي) (جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم ـ جريان الكتريكي) (آسان)(كتاب همراه ع

  باشد، ولتاژ آن ثابت است. كه خازن به مولد وصل مي ـ تا زماني» 1«گزينه  -7
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  ذخيره شده در خازن) (متوسط) ياب) (الكتريسيته ساكن ـ انرژي (فضل

باشد، با حركـت دادن ذره از   ـ مطابق شكل چون ميدان به سمت خارج از كره مي» 4«گزينه  -8
A  بهB كنـيم و در نتيجـه كـار منفـي و تغييـرات       خلاف جهت نيروي الكتريكي حركت مي

  باشد. انرژي پتانسيل الكتريكي مثبت مي
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 ياب) (الكتريسيته ساكن ـ انرژي پتانسيل الكتريكي) (متوسط) (فضل
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  ياب) (الكتريسيته ساكن ـ قانون كولن) (متوسط) (فضل
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  ي) (الكتريسيته ساكن ـ قانون كولن) (متوسط)(كتاب همراه علو

انـد. طبعـاً بايـد     ـ دقت كنيد كه بارها بر روي دو قطر عمـود بـر هـم واقـع شـده     » 2«گزينه  -11
 ها در راستاي ميدان ناشي هاي الكتريكي آن اندازه باشند تا برآيند ميدان هم q2و q1بارهاي

  واقع شود. q3از بار
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  ) (الكتريسيته ساكن ـ ميدان الكتريكي) (دشوار)1400(سراسري داخل كشور رياضي ـ 

تـر   خارج از دو بار و نزديك بـار كوچـك   نام داريم در بار غيرهم 2دانيم وقتي  ـ مي» 2«گزينه  -12
جا قرار دهيم، برآيند نيروهاي وارد بـر آن صـفر    اي وجود دارد كه اگر بار سومي را در آن نقطه
  تواند آن محل موردنظر باشد. مي Eشود، بنابراين در اين شكل نقطه  مي

  ياب) (الكتريسيته ساكن ـ قانون كولن) (متوسط) (فضل

V) با توجه به يكنواخت بودن ميدان رابطـه 3) و (1هاي ( شـ در آراي» 1«گزينه  -13 Ed  ،
  توانيم بنويسيم: مي

»:1«فقط گزينه 
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  ) (الكتريسيته ساكن ـ اختلاف پتانسيل الكتريكي) (متوسط)1401(سراسري داخل كشور تجربي ـ 

مطابق شـكل باشـد، بايـد     qو qيدان الكتريكي حاصل ازكه بردار م ـ براي اين» 2«گزينه  -14
مثبـت و   qبنـابراين  و  خاصيت ربايشي داشته باشـد  qخاصيت رانشي و ميدان qميدان

q  چون بردارو منفي استE به سمتq تر است، بنابراين متمايل| q | q  باشد. مي  

  
 ياب) (الكتريسيته ساكن ـ ميدان الكتريكي) (متوسط) (فضل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بايد برآيند نيروهاي وارد بر آن صفر باشد.صورت معلق است،  ـ چون ذره به» 2«گزينه  -15

E
N

F mg E | q | mg E E
C

            6 3 3
4 10 2 10 10 5 10  

چون ذره منفي است، بايد جهت ميدان الكتريكي به سمت پايين باشد تا نيروي الكتريكـي رو  
  به بالا بوده و مخالف نيروي وزن باشد.

  
  ياب) (الكتريسيته ساكن ـ ميدان الكتريكي) (متوسط) (فضل
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  ياب) (جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم ـ عوامل مؤثر بر مقاومت الكتريكي) (متوسط) (فضل

  شود: صورت زير محاسبه مي دانيم مقاومت الكتريكي با استفاده از كدهاي رنگي به ـ مي» 2«گزينه  - 17
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  هاي كربني) (متوسط) ها و كدگذاري مقاومت ياب) (جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم ـ انواع مقاومت (فضل

مقاومت نوري است كه مقاومت آن بـه نـور تابيـده شـده بسـتگي دارد،       LDRـ » 2«گزينه  -18
  شود. ور، از مقاومت آن كاسته ميكه با افزايش شدت ن طوري به

  ها) (آسان) ) (جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم ـ انواع مقاومت99(سراسري داخل كشور رياضي ـ 
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  (كتاب همراه علوي) (الكتريسيته ساكن ـ چگالي سطحي) (متوسط)

ـ روشن كردن لامپ باعـث افـزايش دمـاي رشـته سـيم تنگسـتن داخـل لامـپ         » 4« گزينه -20
  يابد. كه تنگستن فلز است، با افزايش دما مقاومت آن افزايش مي جايي شود. از آن مي

 (كتاب همراه علوي) (جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم ـ عوامل مؤثر بر مقاومت الكتريكي) (متوسط)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


